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Resumen

Por medio de la técnica RF-Sputtering se depositd una serie de peliculas delgadas semiconductoras para crear un arreglo fotovoltaico opticamente
transparente. El apilamiento de peliculas se realizé sobre un sustrato de oxido de indio y estano en virtud a sus propiedades conductoras y opticas.

Introduccion

El 6xido de indio y estafio (ITO) es uno de los 6xidos conductores mas usados en celdas solares transparentes debido a su alta conductividad eléctrica y
transparencia Optica [1]. Se cre6 un diodo fotovoltaico compuesto por una pelicula de ZnO (semiconductor tipo n) y una pelicula de Cu,O (semiconductor tipo
p) que proporciona una eficiencia tedrica de conversion energética de 18%, este arreglo de union p-n no es téxico ademas de ser de bajo costo [2].

Metodologia y Experimentacion

El deposito de las peliculas delgadas se llevd a cabo por la técnica de
pulverizacion catodica (Sputtering) (Fig. 1), utilizando como fuente de energia
un generador de radiofrecuencia. Las condiciones de depodsito de cada

Fig. 4. Patron de difraccion de rayos X
del depdsito de ZnO sobre Si, donde se
muestran los picos caracteristicos del
sustrato y el ZnO.
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pelicula se muestran en la Tabla 1. 1 . o
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aproximadamente 30 micras por 5 micras, la cual fue colocada sobre
una rejilla para microscopio TEM (Microscopio de Transmision
Fig. 1. Sistema de pulverizacion Fig. 1.1. Esquema de funcionamiento Electrénico)
catodica (Sputtering). de la técnica de pulverizacion catodica. '

Se analizo el espesor de las capas
del dispositivo en SEM (Fig. 6.) y se
realizo un analisis EDS
(Espectroscopia de energia
dispersiva de rayos X) de cada
pelicula para comprobar la

Se busca un arreglo con propiedades fotoeléctricas (Fig. 2) por medio del
apilamiento de peliculas semiconductoras.

Tabla 1.- Condiciones de depodsitos
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Cu,0 250 300 (C:U 26 18 TR o Fig. 6. Capas del dispositivo vistas en SEM.
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dispositivo fotovoltaico. ;'Z
6;OEJSI 067 134 201 268 ‘é‘:&ﬂhsz_nz 469 _--_'5-.3-(; = -50; = 6;0: . 0.67 134 201 268 335 4.02 469 5.36
Se caracterizo el sustrato de ITO por medio de dos microscopias: SEM Fig. 7.1. EDS pelicula de ITO. Fig. 7.2. EDS pelicula ZnO.
(microscopio electrénico de barrido) y AFM (microscopio de fuerza
atomica). (Fig. 3.)
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Fig. 7.3. EDS pelicula de Cu:O. Flg 7.4. EDS pel/cula Au
Conclusiones

La elaboracion de un arreglo fotovoltaico es posible a través del método
de RF-Sputtering.

Las fases de ZnO y Cu20 fueron comprobadas por Rayos X (Fig. 4 y
Fig.5). Reafirmando que no hubo formacion de fases secundarias.

El espesor de las peliculas calculado con las calibraciones fue
aproximadamente igual segun las microscopias del SEM.
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Fig. 3. Caracterizacion superficial del sustrato ITO utilizado en el dispositivo: (a-b)
micrografias electronicas de barrido, (a) superficie promedio de grano 0.320 um?. (b)

espesor promedio de la pelicula ITO, 210 nm. (c-d) micrografias AFM del sustrato (c) o

rugosidad media cuadrdtica 0.2959 nm (d) vista en 3D de la morfologia superficial de la REfe rencias
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